Ing. ERWIN GOTTEL

Sowjetische Transistoren 33

HF-Sperrschichtfeldeffekttransistoren
KIT 303 A bis KI1303 E (KP 303 A bis KP 303 E)

n-Kanal-Si-Planar-Epitaxie-FET

Diese Typen sind vorgesehen fiir Gleichstromverstdrker,
fur Verstarker tiefster Frequenzen und NF-Verstdrker,
fir Breitband- und Resonanzverstérker, fiir ladungsab-
hdngige Vorverstdarker der Kernspektrometrie sowie fiir
Kleinsignalverstdrkeranwendungen im Betriebstempera-

turbereich von —60- - -4125°C.
Gehduse: ahnlich TO 18 (Bild 1).
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Bild 1: Gehduse

Grenzwerte im Temperaturbereich
Pamph = —60- - - +125°C

Gate-Sourcespannung UGS max
Gate-Drainspannung UGD max
Drain-Sourcespannung Ups max
Drainstrom Ip max

Gatestrom Ig max
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Bild 2: Typische Abhdngigkeit der Vorwdrtssteilheit von der Gate- Bild 3: Typische Abhéngigkeit der Vorwdrtssteilheit von der Gate-
spannung spannung
Garantierte Hauptkennwerte bei #,,;, = 25°C + 10 grd
Typ KIT 303 A KIT 303 B KIT 303 B KM303r 'KM303/J KIT 303 E MeBbedingungen
Gish Kurz- MaB- g . - G e . Ups Uss Ip I
réBe zeichen einheit MM mMax min  max min min max min max min  max g v —lG
Vorwartsiiber-
tragungsleitwert gy mA/N 1 4 1 4 2 3 7 2,6 4 10 0 — —
Drainstrom Ipss mA 0,5 3 0,5 3 1.3 3 12 3 9 5 20 10 0 — —
Gate-Reststrom lcss mA 1 1 0.1 5 5 0 10 — —
Pinch-off-
Spannung Upeory V 0.3 3 0.3 3 1 8 8 8 10 - 0.01 —
Eingangs-
kapazitdt Ciss pF S 6 6 6 6 10 0 — 10 M
Rickwirkungs-
kapazitat e ran pF 2 2 2 2 2 10 0 - oM
Rauschspannung s, nV/ VH_z 50 — — - — 10 0 — 20
- 30 — —_ — 10 4] -_— 1k
Rauschladung!) , Q, 10746 C — — 0.6 — — 10 0 — —
Rauschfaktor F dB — — — 4 4 10 0 — 180 M

1) Quadratischer Mittelwert der Rauschladung in einem

Frequenzbereich, bestimmt durch integrierende und differenzierende Glieder mit einer
Zeitkonstante von 1 us, bei einer Generatorkapazitat von 10 pF und einem Generatorwiderstand von 1 GQ.
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Bild 4: Abhdngigkeit der Vorwdrtssteilheit von der Drain-Source-
Spannung
typische Werte, --- Grenzen der 80 %/y-Streuung
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Bild 5: Abhéngigkeit der Vorwérssteilheit von der Drain-Source-
Spannung
typische Werte, --- Grenzen der 80 Y/g-Streuung
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Bild 6: Typische Abhéingigkeit des Drainsttoms von der Gate-
spannung :

) i Kl 3031
- KT 303 4
< 6 K17 303E
g T
S 5 \
2 4
~ \\

3 \

= i N

~
1

0 R0 BBD 2K I B 20

UGSmV i

Bild 7: Typische Abhdngigkeit des Drainstroms von der Gate-
spannung
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Bild 8: Abhdngigkeit des Ausgangsleitwertes von der Drain-Source-
Spannung
typische Werte, --- Grenzen der 80 %-Streuung
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Berichtigung

In dem Diskussionsbeitrag ,Eigenschaften und Anwen-
dung der Schaltkreisserie D 10“ im Heft 17 (1973)
S. 578, sind bedauerlicherweise verschiedene Fehler in
den Gleichungen enthalten, so daB wir im folgenden
die Gleichungen ab Punkt4. noch einmal richtig ab-
drucken:
S=AEB®U,=(AB\/ AB)® U,
= U, (AB \/ AB)
\/ U, (AB \/ AB)
= ABU, \/ ABU,
V Ua(AV B)
(A\/ B)
= ABU, \/ ABU,
\/ (AA\/ BA \/ BB \/ AB)U,
S = ABU, \/'ABU, \/ ABU, \/ ABU,
Un+1 = AB \V/ AU, \/ BU,
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Z=ABVAB=(AVB)(AV B)
= AA\/ AB\/AB\/ BB = AB \/ AB
Utz = AB \/ UaZ = AB \/ U, Z
§=UZ2\ 0,2

S=UZV0uZ=(0aV7) (U, V2)

= UaZ \/ UnZ
Uns; = AB\/ U, (AB \/ AB)

= AB \/ U,AB

S = Ua(AB \/ AB) \/ U,(AB \/ AB)
= ABU, \/ ABU,

\V U.(AV B)(A\/ B)
S = ABU, \/ ABU, \/ ABU, \/ ABU,

VN



